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고유전율 게이트 절연층을 이용한

저전압 구동 유기 박막 트랜지스터의 제작
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유기 박막 트랜지스터 는 간단한 제작 공정 낮은 제작(Organic thin-film transistors, OTFTs) ,
공정 비용 기계적 유연성 대면적 응용 가능성 등 여러 가지 장점을 가지고 있다 의, , . OTFTs
성능은 주로 유기 활성 박막의 결정도에 좌우되며 결정도는 유기 박막의 증착 공정과 유기,
박막이 증착될 게이트 절연층의 표면 상태에 큰 영향을 받기 때문에 박막 증착 공정 및 박막이

증착되는 표면상태의 최적화에 대한 연구가 집중되고 있다 게이트 절연층으로 사용될. Al2O3

는 고유전율 물질들 중에서 열적 화학적 안전성이 매우 우수하며 다른 박막과의 접착력이, ,
크고 특성을 열화 시키는 알칼리 이온 등의 확산을 막아주는 장점을 지니고 있다, TFTs .
본 연구에서는 소자의 게이트 절연층으로 사용될 고유전 박막으로써OTFT Al2O3 박막을

제조하여 그 전기적 특징을 관찰하였다, . Al2O3 박막은 방법으로 위E-Beam evaporation Glass
에 증착시켰다. Al2O3 박막을 증착시키기 전에 게이트 층으로써 금속 층을 우선 증착하였Al
고, Al2O3 박막을 두께로 증착 후에 두께의 층 의 두께를10 nm , 60 nm Pentacene Active , 60 nm
갖는 소스 드레인층을 순서대로 증착시켰다Au - . Al2O3 박막의 증착 속도를 0.1, 0.2, 0.3 Å/s
으로 변화시키고 증착 시 기판의 가열 유무에 따른, Al2O3 박막의 물리적 특성과 제작된 OTFT
의 전기적 특성인 곡선에 미치는 영향을 분석하였다 본 연구에서는 증착 속도가 과I-V . 0.3 Å/s

온도에서 기판 가열이 선행되었을 때 가장 우수한 특성 곡선과 전하 이동도를150 °C I-V
얻을 수 있었다.




